LS. Amplificatorul cu tranzistor TEC-J

Datorita proprietatilor tranzistorului cu efect de camp, etajele de amplificare cu acest tip de
tranzistor au avantajul unei impedante mari de intrare §i dezavantajul unei amplificari mici in
tensiune.

Fig. 1 prezinta 3 etaje de amplificare (clasice) cu TEC: a) sursa comuna, b) sarcina
distribuita, c) bootstrap.
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Fig. 1. Etaje de amplificare cu TEC-J

Performantele oricarui etaj de amplificare cu tranzistor depind de panta caracteristicii
tranzistorului, g,,. In cazul TEC-J aceasta se poate determina din ecuatia caracteristicii de

transfer, presupunand ca tranzistorul functioneaza in regiunea de saturatie (u DS > UGS — Vp) :
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Se pot calcula astfel parametrii circuitelor din Fig.1:

a) sursa comuna: Au, Zi
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b) sarcina distribuita: Aus, Aud, Zi
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c) montajul bootstrap: Aus, Aud, Zi
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Aparate necesare:
- sursd de tensiune stabilizata, reglabild intre 10 si 20V;
- generator de semnal sinusoidal de audiofrecventa;
- osciloscop;
- voltmetru de cc.;
- montaj experimental.



Desfasurarea lucrarii:

1. Se identifica toate componentele si punctele de test din monta;.

R1 se foloseste pentru masurarea impedantei de intrare a amplificatorului, R2, R3, R4 si
RS pentru stabilirea punctului static de functionare al tranzistorului iar J1 permite configurarea
circuitului ca etaj de amplificare In conexiunea sarcina distribuita sau bootstrap.

Deoarece impedanta de intrare in montaj este foarte mare, se va folosi o sonda cu

atenuare 1:10 (10MQ impedanta) pentru osciloscop. Din acelasi motiv, tensiunea V;g nu se va
masura cu aparatul de masura direct intre grila si sursa tranzistorului ci se va folosi R4.
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Fig.3. Amplasarea componentelor

2. Se alimenteaza circuitul cu 16V si se determina punctul static de functionare si panta
teoreticd a tranzistorului. Pentru tranzistorul BFW10 folosit in montaj se cunosc V,, =—4.2V si

IDSS =9mA.
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3. Se realizeaza conexiunea sarcind distribuitd. In punctul g 2 se aplici semnalul de intrare
(sinus, 15 kHz, 200 mV). Se determina impedanta de intrare, amplificdrile de tensiune in drena si
sursa precum si panta experimentald a tranzistorului.
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4. Se realizeaza conexiunea bootstrap. Se determind impedanta de intrare si amplificarile de
tensiune 1n drend si sursa:
Ug = Uin = Uiesire =

Z; =Rl-—&—= Aupp = Ayg =

5. Se compara valorile obtinute la punctele 3 si4 cu valorile teoretice.

6. Se determina amplitudinea maxima a semnalului de intrare. Se noteaza:
Uin = Ug = Ug =

7. Se ridica experimental caracteristica de frecventd a amplificatorului (conexiunea bootstrap)
si se completeaza Tabelul 1; se trascaza ambele caracteristici Agpg = f(frecv.),, pe acelasi

grafic si se determina limitele benzii amplificatorului.
Tabelul 1.

Frecv.
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intrebari:

e cum se poate verifica dacd C1 si C2 sunt scurt-circuit pentru frecventa de lucru?

e cum se poate determina impedanta de intrare in montaj daca nu este disponibild o sondad cu
atenuare pentru osciloscop? (o sonda 1:1 are impedanta de 1MQ)

e ce legaturd exista intre tensiunea de alimentare si parametrii amplificatorului?







